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Motivation 2

Motivation fur die Verwendung von Plastik- bzw. Polymerfasern:

» preisgunstige Herstellung und Verbindungstechnik

» flexibel auch bei rel. groBRem Kerndurchmesser

» einfache Handhabung moglich (Skalpell)

» Dampfungsminimum von PMMA-Fasern bei 650 nm

» mit GOF vergleichbares Bandbreitenlangenprodukt fur GI-POF bei 850 nm
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Prinzipieller Aufbau flir Kleinsignaliibertragung
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Prinzipieller Aufbau flir Gro8signaliibertragung 4
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Ubertragungsexperimente bei 650 nm: Laserkenngréf3en | 5
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Ubertragungsexperimente bei 650 nm: Laserkenngréf3en |l 6
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Ubertragungsexperimente bei 650 nm: Aufbau /

Lichtubertragung
mit Polymerfaser
(PMMA-POF mit
Kern-[1 125 ym,
NA=0.5)

Butt-coupling und
optimierte Einkopplung
in eine 40x-Linse
(NA=0.65)
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Dampfung und Kleinsignalmodulation bei 660 nm 8
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Grol3signaliibertragung tiber POF bei 650 nm
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Grol3signaliibertragung tiber GI-GOF bei 650 nm 10
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Ubertragungsexperimente bei 850 nm: Laserkenngréf3en 11
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Kleinsignaliibertragung tuber GI-POF bei 850 nm 12

Daten:
* Kern- [: 155 ym
* NA =0.25
| =9 mA
* A =850 nm
* Modulation: -15 dBm

Kleinsignalubertragung
uber 80 m-lange GI-POF
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Grol3signaliibertragung tber GI-POF bei 850 nm

13

Daten:
* 850 nm-VCSEL
| =9 mA

+ 27-1 PRBS, NRZ
- bis 10.4 Gbit/s
+V,,=0.9 V

Datenubertragung uber
80 m-lange GI-POF bei
einem Power-Penalty von
0.5 dB bei 10.4 Gbit/s
ohne Besselfilter (BF)
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Grol3- und Kleinsignaliibertragung tber GI-GOF bei 850 nm 14
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Differential Mode Delay: Messprinzip 15
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Zusammenfassung 16
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Zusammenfassung:

Messergebnisse bei 650 nm:

» BLP: 300 MHz'km (GI-GOF) bzw. 6.7 MHz:km (PMMA-POF)
» 2 Gbit/s Uber POF (1 m) bei einem Power-Penalty von 2.9 dB
» 4 bzw. 5 Gbit/s uber GI-MMF (100 m) bei einem Penalty von 0.9 bzw. 1.8 dB

Messergebnisse bei 850 nm:

» BLP: 430 MHz'km (GI-GOF) bzw. Verlauf oberhalb der —-3dB-Grenze (GI-POF)
» 10.4 Gbit/s quasi fehlerfrei Uber GI-POF bei einem Power-Penalty von 0.5 dB
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